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論文内容の要旨
本論文はMOS スタティック RAM (SRAM) おける高速化，低消費電力化，及び低電圧化に関する研究の成果をまと
めたもので，本文8章より構成されている。













第6章では，これまでの研究成果の工学的応用として高速 256 -Kbit CMOS SRAM を実用化し，本研究による高
速化手法の有効性を明らかにしている。
第7章では，これまでの研究成果の工学的応用として低消費電力 4 -Mbit CMOS SRAM を実用化し，本研究によ
る低消費電力化及び低電圧化手法の有効性を明らかにしている。
第 8章では，第 2章から第 7章までの成果をまとめ，本論文の結論としている。
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論文審査の結果の要旨



















(5) 高集積高速 256 -Kbit CMOS SRAM の実用化に成功し，本研究による高速化手法の有効性を明らかにしてい
る。
(6) 高集積低消費電力 4 -Mbit CMOS SRAM の実用化に成功し，本研究による低消費電力化及び低電圧化手法の
有効性を明らかにしている。
以上のように，本論文は MOS SRAM の高速化，低消費電力化，及び低電圧化を実現する上で多くの有用な知見を
得ており，半導体工学，電子工学に寄与するところが大きい。
よって，本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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